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マグネシウムシリサイド（Mg2Si）は高温域で

安定して高いゼーベック係数を持ち，有害元素を

含まず，埋蔵量も豊富なため，環境負荷やコスト

の観点から非常に有用な熱電半導体と考えられ

ている。Mg2Si薄膜合成については多くの試みが

なされてきたが，Mgが Siに比べて蒸発圧が高く

凝縮係数が低いために，高品質な薄膜を得ること

が難しいという問題があった。Xiao(1)らはアルゴ

ンガス雰囲気中で Si 基板上 Mg 膜のアニール処

理を行い Mg2Si 薄膜の合成に成功した。しかし

Mg2Si 合成の最適条件や膜の物性についてはほ

とんど報告されていなかった。本研究では, 同法

を用いた Mg2Si 合成におけるアニール温度 Taと

アルゴンガス圧力 paの条件を調査した。 

実験の手順は以下の通り。Si(111)ウェハを

9mm×9mm のチップに切断し，アセトン中で 15

分間超音波洗浄した。その後、背景圧力 3!10"5Pa

以下の真空容器内で 30分間 300℃加熱し,不純物

を除去した。室温での DCスパッタ(Mgターゲッ

ト純度 99.95%)によりチップ上に約 300nmの Mg

膜を作製し，容器内にアルゴンを設定圧力 paま

で満たした後，加熱ステージの温度を設定温度

Taまで上昇(10分)，1時間保持した。自然空冷後

ロードロックチャンバから取り出した。膜厚は触

針式段差計で，膜の結晶構造はラマン分光と X

線回折で評価した。 

Fig.1 は 900Pa/350℃の Mg2Si 合成膜 (膜厚

300nm)と比較用バルク結晶のラマンスペクトル

(532nm/0.5mW,ビーム径約 1µm)である。またFig.2

は同条件で合成した Mg2Si 厚膜(5µm)の XRD パ

ターンである。Fig.1から，基板由来の Siピーク

(520cm-1)を除けば合成膜のラマンスペクトルは

バルク結晶に酷似している。また XRD測定から

は，シャープな Mg2Si(111)，(200)，(220)，(311)，

(400)，(422)回折ピークが現れている(Fig.2)。この

ことから，高品質の多結晶 Mg2Si膜が合成された

ことがわかった。シェラー法で結晶子サイズを見

積もると 300nm程度であった。 

 

Fig. 1 Raman spectra of Mg2Si film (900Pa, 350℃) and  

Mg2Si bulk crystal.  

 

Fig. 2 XRD pattern of Mg2Si film (900Pa, 350℃, 5µm). 
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